
Fig.1 TEM images of (a) HfO2/La2O3(0.3nm)/n-Si and 

(b)La2O3/n-Si after annealing at 500oC for 30 min. 
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【はじめに】CMOSの微細化を更に進めるためには，高誘電率絶縁膜(High-k膜)を用いた

Metal/High-k/Siゲート構造の導入が必須である．HfO2をゲート絶縁膜として用いると，熱

処理によりSi基板との間にSiOx界面層(IL)が形成され易くなり等価酸化膜厚(EOT)低減への

障害となる．本研究では，HfO2/Si界面へ挿入するLa2O3膜厚とIL形成の関係，およびキャパ

シタの電気特性を検討した．  

【実験方法】SPM 洗浄後に HF 処理した n-Si(100)基板上に電子ビーム蒸着法で La2O3 と HfO2
を堆積し， in-situ で RF スパッタにより W 電極を堆積した．電極形成後，F.G 雰囲気中

で 500oC-30 分の熱処理を行った．容量-電圧特性を評価し，断面 TEM により IL 層厚を測

定した.  

【結果】Fig.1 に HfO2(4nm)/La2O3(0.3nm)の積層膜と，La2O3単層膜の熱処理後の断面 TEM 像を示した．La2O3の挿入量が 0.3nm では SiOx 界面層成

長を抑制できていないことを示している．界面層成長とフラットバンドの変化の関係に関しては当日報告を行う． 
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